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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化インジウム含有層を製造するための液相法であって、少なくとも１つの酸化インジ
ウム前駆体と、少なくとも１つの溶剤もしくは分散媒体とを含有する混合物から製造可能
な被覆組成物を、以下のａ）～ｄ）の順で、
　ａ）　基板上に塗布し、
　ｂ）　該基板上に塗布された組成物を電磁波で照射し、
　ｃ）　随意に乾燥させ、且つ、
　ｄ）　酸化インジウム含有層へと熱により変換する、
前記方法であって、
　・　酸化インジウム前駆体が、一般式ＩｎＸ（ＯＲ）2

　［式中、Ｒ＝アルキル基および／またはアルコキシアルキル基であり且つＸ＝Ｆ、Ｃｌ
、ＢｒまたはＩである］
のインジウムハロゲンアルコキシドであり、且つ、
　・　１７０～２１０ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎｍの範囲の光線を有意な割合で
有する電磁波での照射を実施することを特徴とする前記方法。
【請求項２】
　前記照射を、１８３～１８７ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎｍの範囲の光線を有意
な割合で有する電磁波を用いて実施することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記照射を、低圧水銀放電ランプを使用して行うことを特徴とする、請求項１または２
に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも１つのインジウムハロゲンアルコキシドのアルキル基もしくはアルコキシア
ルキル基が、Ｃ1～Ｃ15－アルコキシ基またはアルキルオキシアルキル基であることを特
徴とする、請求項１から３までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記インジウムハロゲンアルコキシドが、ＩｎＣｌ（ＯＭｅ）2、ＩｎＣｌ（ＯＣＨ2Ｃ
Ｈ2ＯＣＨ3）2、ＩｎＣｌ（ＯＥｔ）2、ＩｎＣｌ（ＯｉＰｒ）2またはＩｎＣｌ（ＯｔＢ
ｕ）2であることを特徴とする、請求項１から４までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　組成物の合計質量に対して０．１～１０質量％の割合のインジウムハロゲンアルコキシ
ドＩｎＸ（ＯＲ）2を用いることを特徴とする、請求項１から５までのいずれか１項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記組成物が、インジウムハロゲンアルコキシドの他に、さらに、他の前駆体を、溶解
または分散して有することを特徴とする、請求項１から６までのいずれか１項に記載の方
法。
【請求項８】
　前記他の前駆体が、他の元素のアルコキシドまたはハロゲンアルコキシドであることを
特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記他の前駆体が、Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｐ、Ｈｆ、ＺｎおよびＳｂの
アルコキシドまたはハロゲンアルコキシドであることを特徴とする、請求項７に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの溶剤または分散媒体が、メタノール、エタノール、イソプロパノ
ール、テトラヒドロフルフリルアルコール、ｔｅｒｔ－ブタノール、酢酸ブチル、メトキ
シエタノール、１－メトキシ－２－プロパノールまたはトルエンであることを特徴とする
、請求項１から９までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの溶剤または分散媒体が、組成物の合計質量に対して９０～９９．
９質量％の割合で存在することを特徴とする、請求項１から１０までのいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１２】
　段階ｂ）における照射を、酸素（Ｏ2）の存在下で実施することを特徴とする、請求項
１から１１までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　構造化された酸化インジウム含有層を製造するための請求項１２に記載の方法であって
、段階ｂ）における照射を、相応の構造が予め備えられたマスクを通じて行うことを特徴
とする、前記方法。
【請求項１４】
　段階ｄ）における熱処理の後に段階ｅ）を有し、前記段階ｅ）において、段階ｂ）で照
射されていない領域を、水性酸を使用して除去することを特徴とする、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１５】
　変換を、５００℃未満且つ１２０℃より高い温度で熱により行うことを特徴とする、請
求項１から１４までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　電子素子用の伝導層または半導体層を製造するための、請求項１から１５までのいずれ
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か１項に記載の方法によって製造された少なくとも１つの酸化インジウム含有層の使用。
【請求項１７】
　トランジスタ、ダイオード、センサまたは太陽電池用の伝導層または半導体層を製造す
るための、請求項１から１５までのいずれか１項に記載の方法によって製造された少なく
とも１つの酸化インジウム含有層の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化インジウム含有層の製造方法、本発明による方法によって製造可能な酸
化インジウム含有層並びにその使用に関する。
【０００２】
　印刷および他の液体堆積プロセスによる半導体電子素子の層の製造は、多くの他の方法
、例えば化学気相堆積（ＣＶＤ）と比較して、プロセス技術の簡略化、およびはるかによ
り安価な製造コストを可能にし、なぜなら、この場合、半導体の堆積を連続的なプロセス
で行うことができるからである。さらにまたより低いプロセス温度の場合、フレキシブル
基板の上でも機能し、且つ、随意に（とりわけ非常に薄い層の場合、且つ殊に酸化物半導
体の際）、印刷された層の光学的透明性が達成される可能性が開ける。半導体層とは、こ
こで且つ次の層において、チャネル長２０μｍを有する素子の場合で、ゲート・ソース間
電圧５０Ｖ、且つソース・ドレイン間電圧５０Ｖの際の電荷担体移動度１～５０ｃｍ2／
Ｖｓを有すると理解される。
【０００３】
　印刷または他の液体堆積方法によって製造される素子層の材料が、それぞれの層特性を
決定的に規定するので、その選択は各々のこの素子層を含有する素子に重大な影響を及ぼ
す。印刷された半導体層についての重要なパラメータは、それぞれの電荷担体移動度、並
びに、その製造の際に用いられる印刷可能な前駆物質の加工性および加工温度である。該
材料は、多数の用途および基板に適するために、良好な電荷担体移動度を有し、且つ、溶
液から、且つ明らかに５００℃未満の温度で製造可能であるべきである。得られる半導体
層の光学的透明性は、多くの新種の用途のために同様に望ましい。
【０００４】
　酸化インジウム（酸化インジウム（ＩＩＩ）、Ｉｎ2Ｏ3）は、３．６～３．７５ｅＶの
間の大きなバンドギャップ（蒸着層について測定、Ｈ．Ｓ．　Ｋｉｍ，　Ｐ．Ｄ．　Ｂｙ
ｒｎｅ，　Ａ．　Ｆａｃｃｈｅｔｔｉ，　Ｔ．Ｊ．　Ｍａｒｋｓ；　Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈ
ｅｍ．　Ｓｏｃ．　２００８，　１３０，　１２５８０～１２５８１）ゆえに有望であり
、ひいてはよく用いられる半導体である。さらにまた、数百ナノメートル厚の薄膜は、５
５０ｎｍで９０％より大きな可視スペクトル領域における高い透明性を有することができ
る。極めて規則性の高い酸化インジウム単結晶においては、さらに、１６０ｃｍ2／Ｖｓ
までの電荷担体移動度を測定できる。しかしながら、これまでのところ、かかる値は溶液
からの加工によっては達成することができていない　（Ｈ．　Ｎａｋａｚａｗａ，　Ｙ．
　Ｉｔｏ，　Ｅ．　Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ，　Ｋ．　Ａｄａｃｈｉ，　Ｎ．　Ａｏｋｉ，　
Ｙ．　Ｏｃｈｉａｉ；　Ｊ．　Ａｐｐｌ．　Ｐｈｙｓ．　２００６，　１００，　０９３
７０６、およびＡ．　Ｇｕｐｔａ，　Ｈ．　Ｃａｏ，　Ｐａｒｅｋｈ，　Ｋ．Ｋ．Ｖ．　
Ｒａｏ，　Ａ．Ｒ．　Ｒａｊｕ，　Ｕ．Ｖ．　Ｗａｇｈｍａｒｅ；　Ｊ．　Ａｐｐｌ．　
Ｐｈｙｓ．　２００７，　１０１，　０９Ｎ５１３）。
【０００５】
　酸化インジウムは多くの場合、酸化スズ（ＩＶ）　（ＳｎＯ2）と一緒に半導体混合酸
化物ＩＴＯとして用いられる。ＩＴＯ層の比較的高い伝導率と共に可視スペクトル領域で
の透明性ゆえに、とりわけ液晶ディスプレイ（ＬＣＤ；　ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ
　ｄｉｓｐｌａｙ）の分野における、殊に「透明電極」としての用途が見出されている。
この、多くの場合はドープされた金属酸化物層は、工業的にとりわけ費用のかかる、高真
空中での蒸着法によって製造される。これに対し、ＩＴＯ被覆基板の経済面での重要性が
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大きいことに基づき、何らかの、とりわけゾル－ゲル技術に基づく、酸化インジウム含有
層の被覆方法が存在する。
【０００６】
　原理的に、印刷法による酸化インジウム－半導体の製造のためには２つの可能性がある
：　１）　粒子法（この場合、（ナノ）粒子が印刷可能な分散液中に存在し、且つ印刷工
程の後に焼結工程によって所望の半導体層へと変換される）、並びに、２）　前駆体法（
この場合、少なくとも１つの可溶性または分散可能な前駆生成物が、相応の組成物の印刷
後に、酸化インジウム含有層に変換される）。ここで、前駆体とは、熱により、または電
磁波で分解可能な化合物であり、それを用いて酸素または他の酸化物質の存在または不在
下で、金属酸化物含有層を形成できるものであると理解されるべきである。前記粒子法は
、前駆体の使用と比べて、２つの重大な欠点を有する：　ひとつは、粒子分散液がコロイ
ドの不安定さを有することであり、このことにより（後の層特性に関して不利になる）分
散添加剤の使用が必須になることであり、他方は、使用可能な粒子の多くは（例えば不動
態化層に基づき）、焼結によって不完全な層しか構成されず、層中にまだ部分的に粒子状
の構造が存在することである。粒子の境界で、粒子と粒子の著しい抵抗が生じ、それによ
り電荷担体の移動度が低下し、且つ全体的な層の抵抗が高まる。
【０００７】
　酸化インジウム層の製造のための様々な前駆体がある。例えば、インジウム塩の他に、
インジウムアルコキシド（ホモレプチック、即ち、インジウムおよびアルコキシド基のみ
を有する化合物、殊にＩｎ（ＯＲ）3型　［式中、Ｒ＝アルキル基もしくはオキシアルキ
ル基］のインジウム化合物）、およびインジウムハロゲンアルコキシド（即ち、ハロゲン
基もアルコキシド基も有するインジウム化合物、殊に、ＩｎＸm（ＯＲ）3-m型　［式中、
Ｘ＝ハロゲン、Ｒ＝アルキル基もしくはオキシアルキル基、且つｍ＝１，２］の三価のイ
ンジウム化合物）を、酸化インジウム含有層の製造のための前駆体として用いることがで
きる。
【０００８】
　例えば、Ｍａｒｋｓらは、製造に際してメトキシエタノール中に溶解された、塩ＩｎＣ
ｌ3並びに塩基モノエタノールアミン（ＭＥＡ）を含む前駆体含有組成物が用いられる素
子について記載している。組成物をスピンコーティング（Ｓｐｉｎ－ｃｏａｔｉｎｇ）し
た後、４００℃での熱処理によって、相応の酸化インジウム層が生じる（Ｈ．Ｓ．　Ｋｉ
ｍ，　Ｐ．Ｄ．　Ｂｙｒｎｅ，　Ａ．　Ｆａｃｃｈｅｔｔｉ，　Ｔ．Ｊ．　Ｍａｒｋｓ；
　Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　２００８，　１３０，　１２５８０～１２５８
１および捕捉情報）。
【０００９】
　インジウム含有組成物に対して、インジウムアルコキシドもしくはインジウムハロゲン
アルコキシド含有組成物は、低い温度で酸化インジウム含有被覆物に変換され得るという
利点をもたらす。さらには、今までは、ハロゲン含有前駆体が潜在的に、品質の低下した
ハロゲン含有層をみちびくという欠点を有するという前提から出発していた。この理由か
ら、過去においては、インジウムアルコキシドを用いた層形成のための試みが行われてい
た。
【００１０】
　インジウムアルコキシド並びにインジウムハロゲンアルコキシドおよびその合成は、１
９７０年代から既に記載されている。
【００１１】
　例えば、Ｃａｒｍａｌｔらは、レビュー文献において、とりわけインジウム（ＩＩＩ）
アルコキシドおよびアルキルアルコキシドの合成、構造および反応性について、この時点
で公知であったデータをまとめている（Ｃａｒｍａｌｔ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｏｏｒｄ．
　Ｃｈｅｍ　Ｒｅｖ．　２５０　（２００６），　６８２～７０９）。
【００１２】
　Ｃｈａｔｔｅｒｊｅｅらは、昔から知られたインジウムアルコキシドの合成について記
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載している。彼らは、塩化インジウム（ＩＩＩ）　（ＩｎＣｌ3）とナトリウムアルコキ
シド　ＮａＯＲ［式中、Ｒは－メチル、－エチル、イソ－プロピル、ｎ－、ｓ－、ｔ－ブ
チルおよび－ペンチル基を表す］とからのインジウムトリスアルコキシドＩｎ（ＯＲ）3

の製造について記載している　（Ｓ．　Ｃｈａｔｔｅｒｊｅｅ，　Ｓ．　Ｒ．　Ｂｉｎｄ
ａｌ，　Ｒ．Ｃ．　Ｍｅｈｒｏｔｒａ；　Ｊ．　Ｉｎｄｉａｎ　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．１
９７６，　５３，　８６７）。
【００１３】
　Ｂｒａｄｌｅｙらは、Ｃｈａｔｔｅｒｊｅｅらと類似の反応を報告しており、且つ、ほ
ぼ同一の出発材料（ＩｎＣｌ3、イソプロピルナトリウム）および反応条件の際に、中心
元素として酸素を有するインジウムオキソアルコキシドクラスタを得ている　（Ｄ．Ｃ．
　Ｂｒａｄｌｅｙ，　Ｈ．　Ｃｈｕｄｚｙｎｓｋａ，　Ｄ．Ｍ．　Ｆｒｉｇｏ，　Ｍ．Ｅ
．　Ｈａｍｍｏｎｄ，　Ｍ．Ｂ．　Ｈｕｒｓｔｈｏｕｓｅ，　Ｍ．Ａ．　Ｍａｚｉｄ；　
Ｐｏｌｙｈｅｄｒｏｎ　１９９０，　９，　７１９）。
【００１４】
　生成物中で特に少ない塩素不純物をもたらす、この方法の特に良好な変法は、ＵＳ２０
０９－０１１２０１２号Ａ１内に記載されている。生成物中で可能な限り低い程度の塩素
不純物を達成するという努力は、この場合、今までは塩素不純物が電子素子の性能または
寿命の低下に寄与するという前提から出発していたことに起因する（例えばＵＳ６４２６
４２５号Ｂ２と比較）。
【００１５】
　インジウム（ＩＩＩ）ハロゲン化物が塩基性媒体中でアルコールと反応する純粋なイン
ジウムアルコキシドの製造についてＵＳ５２３７０８１号Ａ内に記載された方法は、同様
にインジウムハロゲン化物に、しかしながら他の塩基に基づく。該塩基は低い求核性を有
する強塩基であるべきである。例として挙げられた塩基は、実例に挙げられた複素環式ヘ
テロ環状体の他には、三級アミンである。
【００１６】
　ホモレプチックインジウムアルコキシド錯体の代替的な合成経路がＳｅｉｇｉ　Ｓｕｈ
らによって、Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　２０００，　１２２，　９３９６～
９４０４内に記載されている。しかしながら、そこで記載された方法は、非常に煩雑であ
り、且つ／または市販ではない（ひいては前段階において合成することにおいてなおさら
不利である）出発材料に基づく。
【００１７】
　ハロゲンアルコキシ金属化合物の一般的な製造方法は、ＵＳ４６８１９５９号Ａ内に記
載されている：　そこには、一般に、金属アルコキシド（殊にテトラアルコキシ化合物、
例えばテトラメチルチタネート）の２段階の製造方法が記載され、この場合、少なくとも
二価の金属のハロゲン化物とアルコールとを、随意に芳香族溶剤の存在下で、まずは中間
生成物（金属のハロゲンアルコキシ化合物）へと反応させる。この場合、生じるハロゲン
化水素を、不活性ガス、例えば窒素を用いて除去することが好ましい。
【００１８】
　インジウムハロゲンアルコキシドおよびその合成は、ＪＰ０２－１１３０３３号Ａおよ
びＪＰ０２－１４５４５９号Ａ内にも記載されている。例えば、ＪＰ０２－１１３０３３
号Ａは、組み込むべきアルコキシド基に相応するアルコール中に塩化インジウムを溶解し
た後、特定の割合のアルカリ金属またはアルカリ金属アルコキシドを引き続き添加するこ
とによって、インジウムの塩素含有アルコキシドを製造できることを開示している。相応
の方法はＪＰ０２－１４５４５９号Ａにも記載されている。
【００１９】
　インジウムアルコキシドおよびインジウムハロゲンアルコキシドからの酸化インジウム
含有層の製造は、原理的に、ｉ）　ゾルゲルプロセスによって（この場合、用いられる前
駆体を水の存在下で加水分解および次の縮合によってまずはゲルへと反応させ、その後、
金属酸化物へと変換する）、または、ｉｉ）　無水溶液から行うことができる。この場合
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、酸化インジウム含有層への変換は熱により、および／または電磁波によって行うことが
できる。
【００２０】
　熱による変換を用いた酸化インジウム含有層の製造方法は従来技術に属する。ＷＯ２０
０８／０８３３１０号Ａ１は、例えば無機層もしくは有機／無機の混成層を基板上に製造
するための方法であって、金属アルコキシド（例えば一般式Ｒ1Ｍ（ＯＲ2）y-x）または
そのプレポリマーを基板上に塗布し、その後、生じる金属アルコキシド層を、水の存在中
で且つ熱を供給しながら水と反応させて硬化させることを記載している。用いることがで
きる金属アルコキシドは、とりわけ、インジウムアルコキシドであってよい。変換後、得
られる層を次に熱またはＵＶで処理することができる。
【００２１】
　ＪＰ０１－１１５０１０号Ａも、ゾル－ゲル法の際の熱による変換に関している。この
文献には、加水分解していない組成物よりも長いポットライフを有し、且つ、式Ｉｎ（Ｏ
Ｒ）xＣｌ3-xの塩素含有インジウムアルコキシドを有する、透明伝導性薄層用の組成物が
記載されている。この組成物を基板上に塗布した後、基板上のアルコキシドを、水の部分
を空気中、２００℃までで、次に乾燥させることによってゲル化し、温度４００～６００
℃で変換できる。
【００２２】
　ＪＰ０２－１１３０３３号Ａは、非金属材料上への静電防止被覆の施与方法であって、
非金属材料を、塩素含有インジウムアルコキシドを含む組成物で被覆し、該組成物を空気
でゲル化し、次に焼成する前記方法を記載している。
【００２３】
　ＪＰ２００７－０４２６８９Ａは、インジウムアルコキシドを含有していてよい金属ア
ルコキシド溶液、並びにこれらの金属アルコキシド溶液を使用する半導体素子の製造法を
記載している。該金属アルコキシド溶液を、熱処理によって酸化物層へと変換できる。
【００２４】
　ＪＰ０２－１４５４５９号Ａは、貯蔵の際に加水分解せず、且つ焼成によって酸化イン
ジウム含有層に変換できる、インジウムハロゲンアルコキシド含有被覆組成物を記載して
いる。
【００２５】
　ＪＰ５９－１９８６０７号Ａは、種々の樹脂からの保護フィルムを有することができる
透明伝導性層の製造方法を記載している。該透明伝導性層は、酸化インジウム含有層であ
ってよく、且つ、相応の組成物を基板上に塗布し、乾燥させ、且つ熱により変換する液相
法によって製造できる。実施例によれば、ＩｎＣｌ（ＯＣ3Ｈ7）2含有組成物を用いるこ
とができる。
【００２６】
　ＪＰ５９－１９８６０６号Ａは、ＩｎＣｌx（ＯＲ）3-xおよび有機溶剤を有し、且つ、
有機溶剤に対する水の割合０．１～１０％を有する、透明導電性層を形成するための組成
物を記載している。従って、この組成物は、インジウムハロゲンアルコキシドのゾルであ
る。透明伝導性層の形成のために、該組成物を基板上に塗布し、且つ、典型的には１５０
℃で乾燥させ、好ましくは３００℃の温度で焼成する。
【００２７】
　しかしながら、純粋に熱により実施される変換は、それによって微細な構造を作ること
ができず、且つ、さらには、生じる層特性の正確な制御が可能ではないという欠点を有す
る。
【００２８】
　この理由から、電磁波（殊にＵＶ光線）の使用に基づく酸化インジウム含有層の変換方
法が開発された。
【００２９】
　例えば、ＪＰ０９－１５７８５５号Ａは、金属酸化物層を製造するためのゾル－ゲル法
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であって、加水分解によって金属アルコキシドまたは金属塩（例えばインジウムアルコキ
シドまたはインジウム塩）から製造された金属酸化物ゾルを、基板表面上に塗布し、随意
にゲルがまだ結晶化しない温度で乾燥させ、且つ、３６０ｎｍ未満のＵＶ光線で照射する
、前記方法を記載している。
【００３０】
　しかしながら、もっぱら光線によって行われる変換は、長い時間にわたって非常に高い
エネルギー密度が必要とされ、この点で装置的に非常に費用がかかるという欠点を有する
。この理由から、熱による変換だけではなく電磁波を用いた変換にも基づく方法が開発さ
れた。
【００３１】
　ＪＰ２０００－０１６８１２号Ａは、ゾル－ゲル法による金属酸化物層の製造方法を記
載している。この場合、基板を、金属塩または金属アルコキシド、殊にＩｎ2Ｏ3－ＳｎＯ

2組成物からの金属酸化物ゾルの被覆組成物で被覆し、そして３６０ｎｍ未満の波長のＵ
Ｖ光線で照射し、且つ熱処理する。
【００３２】
　ＪＰ１１－１０６９３５号Ａは、酸化物に基づく透明伝導性膜の製造方法であって、と
りわけ金属（例えばインジウム）のアルコキシドを含む無水組成物を基板上に塗布し、そ
して加熱する、前記方法記載している。該膜をさらに、引き続きＵＶ光線または可視光線
（ＶＩＳ－Ｓｔｒａｈｌｕｎｇ）を用いて、金属酸化物に基づく薄層に変換できる。
【００３３】
　ＤＥ１０２００９０５４９９７号は、無水溶液からの酸化インジウム含有層の製造のた
めの液相方法であって、少なくとも１つの溶剤もしくは分散媒体と、式ＩｎＸ（ＯＲ）2

の少なくとも１つの前駆体とを含有する無水組成物を、無水雰囲気中で基板上に塗布し、
＜３６０ｎｍの電磁波で照射し、且つ熱により変換する、前記方法を記載している。
【００３４】
　しかしながら、熱による変換と電磁波を用いた変換とを併用することによる酸化インジ
ウム含有層を製造するための公知の方法は、文献内に詳細に記載されるインジウムアルコ
キシドの使用が、明らかに劣悪な半導体特性を有するという欠点を有する。さらには、熱
による変換と電磁波もしくはＵＶ光線を用いた変換との併用ですら、それだけでは、殊に
生じる電界効果移動度μFETに関して、充分に満足な結果をもたらさない。
【００３５】
　従って、記載された従来技術の欠点を克服し、且つ、酸化インジウム含有層を製造する
ための改善された方法を提供することが課題である。
【００３６】
　本発明によれば、この課題は、請求項１に記載の酸化インジウム含有層を製造するため
の液相法であって、少なくとも１つの酸化インジウム前駆体と、少なくとも１つの溶剤も
しくは分散媒体とを含有する混合物から製造可能な被覆組成物を、以下のａ）～ｄ）の順
で、
　ａ）　基板上に塗布し、
　ｂ）　該基板上に塗布された組成物を電磁波で照射し、
　ｃ）　随意に乾燥させ、且つ
　ｄ）　酸化インジウム含有層へと熱により変換し、
　ここで、
　・　酸化インジウム前駆体が、一般式ＩｎＸ（ＯＲ）2

　［式中、Ｒ＝アルキル基および／またはアルコキシアルキル基であり且つＸ＝Ｆ、Ｃｌ
、ＢｒまたはＩである］
　のインジウムハロゲンアルコキシドであり、且つ、
　・　１７０～２１０ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎｍの範囲の光線を有意な割合で
有する電磁波での照射を実施する、
前記方法によって解決される。
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【００３７】
　酸化インジウム含有層を製造するための本発明による液相法は、被覆される基板を、一
般式ＩｎＸ（ＯＲ）2　［式中、Ｒ＝アルキル基および／またはアルコキシアルキル基で
あり、且つＸ＝Ｆ、Ｃｌ、ＢｒまたはＩである］の少なくとも１つのインジウムハロゲン
アルコキシドに基づく液体の被覆組成物で被覆し、電磁波で照射し、随意に次に乾燥させ
、引き続き熱により変換する、少なくとも１つの工程段階を含む方法である。殊にこの方
法はスパッタまたはＣＶＤ法ではない。本発明の意味における液体組成物とは、ＳＡＴＰ
条件（「Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｍｂｉｅｎｔ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｐｒｅ
ｓｓｕｒｅ」、Ｔ＝２５℃およびｐ＝１０１３ｈＰａ）で、且つ、被覆される基板に塗布
する際に液体で存在する組成物であると理解される。
【００３８】
　ここで、一般式ＩｎＸ（ＯＲ）2の少なくとも１つの酸化インジウム前駆体を含有する
混合物から製造できる被覆組成物とは、前駆体ＩｎＸ（ＯＲ）2を含有する被覆組成物で
あるとも理解されるし、（随意にＩｎＸ（ＯＲ）2に追加して）ＩｎＸ（ＯＲ）2から、少
なくとも１つの溶剤もしくは分散媒体と混合して製造可能なインジウムオキソアルコキシ
ドまたはインジウムハロゲンオキソアルコキシド（殊に一般式Ｉｎ7Ｏ2（ＯＨ）（ＯＲ）

12Ｘ4（ＲＯＨ）xまたはＩｎ6Ｏ2Ｘ6（ＯＲ）6（Ｒ’ＣＨ（Ｏ）ＣＯＯＲ’’）2（ＨＯ
Ｒ）x（ＨＮＲ’’’2）yのもの）を含有する被覆組成物であるとも理解される。しかし
ながら、本発明による方法を、ＩｎＸ（ＯＲ）2を含有する被覆組成物を用いて実施する
ことが好ましい。
【００３９】
　本発明による方法の工程産物である酸化インジウム含有層とは、本質的に酸化状態で存
在するインジウム原子もしくはインジウムイオンを有する金属もしくは半金属層であると
理解される。随意に、該酸化インジウム含有層は、完全ではない変換、または不完全な除
去に相応する副生成物からの窒素部分（反応から）、炭素部分（殊にカルベン部分）、ハ
ロゲン部分および／またはアルコキシド部分を有することがある。この場合、該酸化イン
ジウム含有層は、純粋な酸化インジウム層であることができ、即ち、生じ得る窒素部分、
炭素部分（殊にカルベン部分）、アルコキシド部分、またはハロゲン部分を考慮に入れな
い場合、本質的に、酸化された形で存在するインジウム原子もしくはインジウムイオンか
らなるか、または、部分的に、元素の形または酸化された形で存在し得るさらなる金属、
半金属、または非金属を有することができる。純粋な酸化インジウム層を作製するために
、本発明による方法では、インジウムハロゲンアルコキシドのみ、好ましくは１つのイン
ジウムハロゲンアルコキシドのみを用いるべきである。これに対して、他の金属、半金属
および／または非金属を有する層を作製するためには、インジウムハロゲンアルコキシド
の他に、酸化数０でのこれらの元素の前駆体（中性の形でさらなる金属を含有する層の製
造のために）、もしくは正の酸化数での元素を含有する、酸素含有前駆体（例えば他の金
属アルコキシドまたは金属ハロゲンアルコキシド）が用いられる。
【００４０】
　意外なことに、ハロゲン含有前駆体が必然的に不利な層をもたらすという従来の仮定が
常に当てはまるわけではないことがさらに判明した。例えば液体の酸化インジウム前駆体
組成物を基板上に塗布し、且つその被膜を熱による変換の前にまずＵＶ光線で処理すると
いう本発明による方法の場合、インジウムアルコキシドの代わりにインジウム塩素ジアル
コキシドを使用することに基づき、より良好な層すら得られ、なぜなら、これはより良好
な電気特性、殊に高い電界効果移動度を有するからである。さらには、インジウムアルコ
キシドの代わりにインジウムハロゲンジアルコキシドを使用する場合、さらに意外なこと
に、アモルファス層を得ることができる。アモルファス層は、個々のナノ結晶からの層に
比べて、均質性がより高いという利点を有しており、このことは同様に、より大きな基板
上でのより良好な電気特性、殊に均一な電界効果移動度において注目される。
【００４１】
　電磁波での照射は、本発明によれば１７０～２１０ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎ
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ｍの範囲の光線を有意な割合で有する電磁波を用いて行う。この場合、「１７０～２１０
ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎｍの範囲の光線を有意な割合で」有する光線とは、照
射されるべき試料に対して、この２つの波長範囲について概して特定の強度が少なくとも
５ｍＷ／ｃｍ2であり、ただしこの場合、この２つの範囲の、強度がより弱いほうでは、
基板に対する強度が少なくとも０．５ｍＷ／ｃｍ2である光線と理解される。絶対値は、
種々の市販の装置を用いて直接的に、且つ、波長に依存して測定することができる。例と
しては、Ｈａｍａｍａｔｓｕ社の「ＵＶ　Ｐｏｗｅｒ　Ｍｅｔｅｒ　Ｃ９５３６」を挙げ
ることができる。
【００４２】
　好ましくは、μFETについて特に良好な値をみちびくので、１８３～１８７ｎｍの範囲
および２５０～２５８ｎｍの範囲の光線を有意な割合で有する電磁波での照射を行い、そ
の際、ここでもまた、「有意な割合」という用語に対応する理解は、照射されるべき試料
に対して、この２つの波長範囲について概して特定の強度が少なくとも５ｍＷ／ｃｍ2で
あり、ただし、この２つの範囲の強度がより弱いほうでは、常に基板に対する強度が少な
くとも０．５ｍＷ／ｃｍ2である、ということに基づく。
【００４３】
　特に良好な結果は、さらに、１７０～２１０ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎｍの範
囲の光線を有利な割合で有する光線、１８３～１８７ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎ
ｍの範囲を有意な割合で有するさらに好ましい相応の光線が、２つの軸に関してそれぞれ
リニアスケールでの強度－波長スペクトルにおいて、ランプの全体の放射に対して、少な
くとも８５％の強度（スペクトルの全ての波長に対する積分として計算された光線の合計
強度における、部分領域の積分の合計のパーセント割合について計算）を、両方のそれぞ
れ挙げられた領域内で有する場合に達成される。
【００４４】
　１７０～２１０ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎｍの範囲の光線を著しい割合で有す
る相応の光線は、好ましくは低圧水銀放電ランプ、殊に石英ガラスの低圧水銀放電ランプ
を使用することによって発生させることができる。特に好ましく使用可能な石英ガラスの
低圧水銀放電ランプは、照明装置ＧＬＦ－１００を備えた、商品名Ｍｏｄｅｌ　１４４Ａ
Ｘ－２２０として入手されるＪｅｌｉｇｈｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ，　Ｉｎｃ社のランプであ
り、そのスペクトルを図１に示す。
【００４５】
　本発明によって使用される酸化インジウム前駆体ＩｎＸ（ＯＲ）2は、好ましくは、Ｃ1

～Ｃ15－アルキル基またはアルキルオキシアルキル基、即ち、合計１～１５個の炭素原子
を有するアルキル基またはアルキルオキシアルキル基の群から選択されるアルキル基もし
くはアルキルオキシアルキル基Ｒを有する。好ましくは、－ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ3、－Ｃ
Ｈ2ＣＨ2ＯＣＨ3、－ＣＨ（ＣＨ3）2または－Ｃ（ＣＨ3）3から選択されるアルキル基も
しくはアルキルオキシアルキル基である。
【００４６】
　インジウムハロゲンアルコキシドは、同一もしくは異なるＲ基を有することができる。
しかしながら、好ましくは、本発明による方法のために、同一のアルキル基もしくはアル
キルオキシアルキル基Ｒを有するインジウムハロゲンアルコキシドが用いられる。
【００４７】
　原理的に、インジウムハロゲンアルコキシドにおいて、全てのハロゲンを用いることが
できる。しかしながら、とりわけ特に良好な結果は、インジウム塩素アルコキシドが用い
られる場合、即ち、Ｘ＝Ｃｌの場合に達成される。
【００４８】
　最良の結果は、用いられるインジウムハロゲンアルコキシドが、ＩｎＣｌ（ＯＭｅ）2

、ＩｎＣｌ（ＯＣＨ2ＣＨ2ＯＣＨ3）、ＩｎＣｌ（ＯＥｔ）2、ＩｎＣｌ（ＯｉＰｒ）2ま
たはＩｎＣｌ（ＯｔＢｕ）2である場合に達成される。
【００４９】
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　インジウムハロゲンアルコキシドＩｎＸ（ＯＲ）2は、組成物の合計質量に対して、好
ましくは０．１～１０質量％の割合、特に好ましくは０．５～６質量％の割合、とりわけ
特に好ましくは１～５質量％の割合で用いられる。
【００５０】
　インジウムハロゲンアルコキシドを含む組成物は、これを、溶解、即ち解離、もしくは
、分子レベルに溶剤分子と錯化、または液相中に分散して有することができる。
【００５１】
　本発明による方法は、インジウム含有前駆体のみが使用される場合、高品質および良好
な特性を有するＩｎ2Ｏ3層の製造のために特に良好に適している。特に良好な層は、唯一
の用いられる前駆体がインジウムハロゲンアルコキシドである場合に得られる。
【００５２】
　しかしながら、該組成物は、インジウムハロゲンアルコキシドの他に、さらなる前駆体
、好ましくは他の元素のアルコキシドおよびハロゲンアルコキシドを溶解または分散して
有することができる。Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｐ、Ｈｆ、ＺｎおよびＳｂの
アルコキシドおよびハロゲンアルコキシドが特に好ましい。とりわけ特に有利に用いられ
るアルコキシドおよびハロゲンアルコキシドは、化合物Ｇａ（ＯｉＰｒ）3、Ｇａ（Ｏｔ
Ｂｕ）3、Ｚｎ（ＯＭｅ）2、Ｓｎ（ＯｔＢｕ）4である。それに応じて、これらの化合物
の使用により、さらにまたＢ、Ａｌ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｐ、ＺｎおよびＳｂの元
素もしくはそれらの酸化物を有する、酸化インジウム含有層を製造できる。
【００５３】
　該組成物はさらに、少なくとも１つの溶剤もしくは分散媒体を有する。従って、該組成
物が２つまたはそれより多くの溶剤もしくは分散剤を有することもできる。しかしながら
、特に良好な酸化インジウム含有層を達成するためには、１つだけの溶剤もしくは分散媒
体が組成物中に存在するべきである。
【００５４】
　好ましく用いることができる溶剤もしくは分散媒体は、非プロトン性溶剤および弱プロ
トン性溶剤もしくは分散媒体、即ち、非プロトン性無極性溶剤／分散媒体の群、即ち、ア
ルカン、置換アルカン、アルケン、アルキン、脂肪族または芳香族の置換基を有するまた
は有さない芳香族化合物、ハロゲン化炭化水素、テトラメチルシランの群から、非プロト
ン性極性溶剤／分散媒体の群、すなわち、エーテル、芳香族エーテル、置換エーテル、エ
ステルまたは酸無水物、ケトン、第三級アミン、ニトロメタン、ＤＭＦ（ジメチルホルム
アミド）、ＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド）またはプロピレンカーボネートの群および
弱プロトン性溶剤／分散媒体の群、即ち、アルコール、第一級アミンおよび第二級アミン
およびホルムアミドの群から選択されるものである。特に好ましく用いることができる溶
剤もしくは分散媒体は、アルコール並びにトルエン、キシレン、アニソール、メシチレン
、ｎ－ヘキサン、ｎ－プタン、トリス－（３，６－ジオキサヘプチル）－アミン（ＴＤＡ
）、２－アミノメチルテトラヒドロフラン、フェネトール、４－メチルアニソール、３－
メチルアニソール、メチルベンゾエート、酢酸ブチル、酢酸エチル、メトキシエタノール
、ブトキシエタノール、１－メトキシ－２－プロパノール、Ｎ－メチル－２－ピロリドン
（ＮＭＰ）、テトラリン、エチルベンゾエートおよびジエチルエーテルである。とりわけ
特に好ましい溶剤もしくは分散媒体は、メタノール、エタノール、イソプロパノール、テ
トラヒドロフルフリルアルコール、ｔｅｒｔ－ブタノール、酢酸ブチル、酢酸エチル、メ
トキシエタノール、１－メトキシ－２－プロパノールおよびトルエン、並びにそれらの混
合物である。溶剤が、エタノール、イソプロパノール、テトラヒドロフルフリルアルコー
ル、ｔｅｒｔ－ブタノール、酢酸ブチル、酢酸エチル、１－メトキシ－２－プロパノール
、およびトルエンであれば、毒性が低いので、さらに好ましい。
【００５５】
　溶剤もしくは分散媒体は、好ましくは組成物の合計質量に対して９９．９～９０質量％
の割合で用いられる。
【００５６】
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　好ましくは、本発明による方法で用いられる組成物は、特に良好な印刷能力を得るため
に、ＤＩＮ５３０１９　Ｐａｒｔ１～２に準拠して測定し、且つ２０℃で測って、１ｍＰ
ａ・ｓ～１０Ｐａ・ｓの粘度、殊に１ｍＰａ・ｓ～１００ｍＰａ・ｓの粘度を有する。相
応の粘度を、ポリマー、セルロース誘導体、または例えば商品名Ａｅｒｏｓｉｌとして入
手可能なＳｉＯ2、および殊に好ましくはＰＭＭＡ、ポリビニルアルコール、ウレタン増
粘剤またはポリアクリレート増粘剤を添加することによって調整できる。
【００５７】
　本発明による方法で用いられる基板は、好ましくはガラス、シリコン、二酸化シリコン
、金属酸化物または遷移金属酸化物、金属またはポリマー材料、殊にＰＩ、ＰＥＮ、ＰＥ
ＥＫ、ＰＣまたはＰＥＴからなる基板である。
【００５８】
　本発明による方法は、特に有利には印刷法（殊にフレキソ／グラビア印刷、インクジェ
ット印刷、とりわけ特に好ましくは連続的な熱またはピエゾ式インクジェット印刷、オフ
セット印刷、デジタルオフセット印刷およびスクリーン印刷）、噴霧法、回転塗布法（「
スピンコーティング」）、浸漬法（「ディップコーティング」）から選択される被覆方法
、およびメニスカスコーティング、スリットコーティング、スロットダイコーティング、
およびカーテンコーティングから選択される方法である。とりわけ特に好ましくは、本発
明による方法は印刷法である。印刷法として、殊に、インクジェット並びに液体トナー法
（例えばＨＰ　Ｉｎｄｉｇｏ）が適しており、なぜなら、この方法は、印刷材料を構造化
して施与するために特に良好に適しているからである。
【００５９】
　既に説明されたとおり、１７０～２１０ｎｍの範囲および２５０～２５８ｎｍの範囲の
光線を有意な割合で有する光線での照射を行う。その際、酸素（Ｏ2）の存在中で照射を
実施する場合に、特に良好な結果が得られる。とりわけ特に良好な結果は、１５～２５容
積％の酸素を含有する雰囲気中で照射を行う場合に得られる。酸素の使用は、本発明によ
る方法の際、選択された波長によってＯ2から選択的に原子の酸素（Ｏ）もしくはオゾン
（Ｏ3）が生じ、それが前駆体の有機基と反応し、ひいては特定の等級の酸化インジウム
含有層への熱による変換のために必要な温度が下がるという利点を有する。
【００６０】
　本発明による方法によって構造化された半導体層を、段階ｂ）において、相応の構造を
予め備えたマスクを通じて照射する場合に、特に良好に製造できる。相応の原子状酸素は
、マスクを通じて出入りできる位置の有機前駆体成分と反応するか、もしくはそれを除去
する。それによって選択的に照射された領域は、それに基づき、照射されていない領域よ
りも、熱処理後に後処理に対する耐久性がある。照射されていない領域は、熱処理後に既
に、殊に弱酸（特に好ましくは０．１Ｍのシュウ酸）を用いることによって除去されてい
る。従って、相応の構造を予め備えたマスクを通じて段階ｂ）における照射を行い、熱処
理後に、段階ｅ）において照射されていない領域を水性の酸を用いて除去する相応の方法
も、本発明の対象である。特に好ましいマスクの種類は、接触マスクおよびシャドウマス
クである。接触マスクは、試料上に載っているマスクであって、構造化が実施されるべき
位置で開口部、またはより薄い材料の濃度の領域（殊に孔）を有するものである。特に好
ましい接触マスクの種類は、最終的なレイアウトをもたらす、エッチングまたはレーザー
切断された、開口部を有する板である。接触マスクとは対照的に、シャドウマスクは構造
化の際に、試料に対して若干の間隔をあけて用いられる。好ましいシャドウマスクは、石
英ガラスからなり、なぜなら、石英ガラスは、ＵＶ光について透過性であるという利点を
有するからである。影になる領域は、好ましくはクロムを蒸着され、且つ、ＵＶ光の透過
を回避する。相応のシャドウマスクは、しばしば、クロム－ガラスマスクとも称される。
有利には、シャドウマスクはおよび非接触マスクが用いられ、なぜなら、これらは試料表
面と直接的に接触しないで用いられるという利点を有するからである。
【００６１】
　酸化インジウム含有層を製造するための本発明による方法は、さらには、水の存在また
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は不在下での実施について、原則的に同様に適している。この場合、「水の存在下」での
実施とは、殊に、酸化インジウム前駆体を照射前に、水の存在下でゲルに変換し、その後
、照射する、ゾル－ゲル法であると理解される。しかしながら、本発明による方法を、ゾ
ル－ゲル法としてではなく実施することが、方法の運用が容易であるので好ましい。
【００６２】
　さらには、原則的に本発明による方法を、完全に無水の雰囲気中（即ち、５００ｐｐｍ
未満の水の存在下）、且つ、無水の組成物（即ち、同様に５００ｐｐｍ未満の水を含有す
るもの）を用いて実施できるか、または、相応の含水雰囲気中且つ含水組成物を用いて実
施できる。特に良好な結果を達成するために、殊に、可能な限り平坦な表面を達成するた
めに、相対湿度は７０％以下である。
【００６３】
　被覆および照射後、且つ変換前に、被覆基板をさらに、好ましくは乾燥させる。このた
めの相応の措置および条件は当業者に公知である。乾燥は、本質的に材料の転換はまだ生
じず、溶剤もしくは分散媒体が除去される温度という点で、変換とは異なる。熱通路にお
いて乾燥を実施するのであれば、温度は１２０℃以下である。
【００６４】
　酸化インジウム含有層への最後の変換を、熱通路で行う。好ましくは最後の変換を、５
００℃未満且つ１２０℃より高い温度で行う。しかしながら、変換のために１５０℃～４
００℃の温度を用いた場合、特に良好な結果を達成できる。この温度を実現するための方
法は、好ましくはオーブン、熱風、ホットプレート、赤外線、および電子線を利用するこ
とに基づく。
【００６５】
　この場合、典型的には、数秒から数時間までの変換時間が用いられる。
【００６６】
　さらに、熱による変換を、熱処理前、熱処理の間、または熱処理後に、ＵＶ光線、赤外
線、または可視光線を照射するか、または被覆された基板を空気もしくは酸素で処理する
ことによって促進できる。
【００６７】
　さらに、本発明による方法によって作製された膜の品質は、変換段階に引き続き組み合
わされた温度処理とガス処理（Ｈ2またはＯ2を用いる）、プラズマ処理（Ａｒプラズマ、
Ｎ2プラズマ、Ｏ2プラズマまたはＨ2プラズマ）、レーザー処理（ＵＶ、可視光線または
赤外線領域の波長）、またはオゾン処理によってさらに改善できる。
【００６８】
　厚さを増すために、被覆工程を繰り返すことができる。この場合、被覆工程は、それぞ
れ個々の塗膜を電磁波で照射し、そして変換するか、または、複数の塗膜について、それ
ぞれ電磁波照射を引き続き行い、最後の塗膜の後に、熱による唯一の変換段階を用いて行
われる。
【００６９】
　さらに、本発明の対象は、本発明による方法によって製造可能な酸化インジウム含有層
である。この場合、純粋な酸化インジウム層である、本発明による方法によって製造可能
な酸化インジウム含有層が、特に良好な特性を有する。既に先述したとおり、その製造に
際して、インジウム含有前駆体のみ、好ましくはインジウムハロゲンアルコキシドのみ、
特に好ましくはインジウムハロゲンアルコキシドのみを用いる。
【００７０】
　本発明による方法によって製造可能な酸化インジウム含有層は、有利には、電子素子用
の伝導層または半導体層の製造のために、殊にトランジスタ（殊に薄膜トランジスタ）、
ダイオード、センサまたは太陽電池の製造のために適している。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】商品名Ｍｏｄｅｌ　１４４ＡＸ－２２０として入手されるＪｅｌｉｇｈｔ　Ｃｏ
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【００７２】
　以下の実施例は、それに限定されることなく、本発明の対象をより詳細に説明する。
【００７３】
　実施例：
　実施例（前駆体としてのインジウム塩素アルコキシド）
　エッジ長約１５ｍｍを有し、且つ、約２００ｎｍ厚のシリコン酸化膜、およびＩＴＯ／
金によるフィンガー構造を有する、ドープされたシリコン基板に、エタノール中、１．０
質量％のＩｎＣｌ（ＯＭｅ）2溶液１００μｌを塗布した。その後、スピンコーティング
を２０００ｒｐｍで（５秒間）行う。被覆された基板を、この被覆工程の直後に、５分間
、水銀放電ランプから生じるＵＶ光線（照明装置　ＧＬＦ－１００、Ｊｅｌｉｇｈｔ　１
４４ＡＸ－２２０、石英、Ｊｅｌｉｇｈｔ）を用い、１５０～３００ｎｍの波長範囲で照
射する。引き続き、該基板を１時間、ホットプレート上、３５０℃の温度で加熱する。変
換後、グローブボックス内で電界効果移動度についての値μFET＝８．５ｃｍ2／Ｖｓが測
定された。
【００７４】
　比較例（前駆体としてのインジウムアルコキシド）
　エッジ長約１５ｍｍを有し、且つ、約２００ｎｍ厚のシリコン酸化膜、およびＩＴＯ／
金によるフィンガー構造を有する、ドープされたシリコン基板に、エタノール中、１．０
質量％のＩｎ（ＯｉＰｒ）3溶液１００μｌを塗布した。その後、スピンコーティングを
２０００ｒｐｍで（５秒間）行う。被覆された基板を、この被覆工程の直後に、５分間、
水銀放電ランプから生じるＵＶ光線（照明装置　ＧＬＦ－１００、Ｊｅｌｉｇｈｔ　１４
４ＡＸ－２２０、石英、Ｊｅｌｉｇｈｔ）を用い、１５０～３００ｎｍの波長範囲で照射
する。引き続き、該基板を１時間、ホットプレート上、３５０℃の温度で加熱する。変換
後、グローブボックス内で電界効果移動度についての値μFET＝３．８ｃｍ2／Ｖｓが測定
された。
【００７５】
　比較例（前駆体としてのインジウム塩素アルコキシドおよび代替のＵＶ光源）
　エッジ長約１５ｍｍを有し、且つ、約２００ｎｍ厚のシリコン酸化膜、およびＩＴＯ／
金によるフィンガー構造を有する、ドープシリコン基板に、エタノール中、１．０質量％
のＩｎＣｌ（ＯＭｅ）2溶液１００μｌを塗布した。その後、スピンコーティングを２０
００ｒｐｍで（５秒間）行う。被覆された基板を、この被覆工程の直後に、５分間、水銀
放電ランプから生じるＵＶ光線（照明装置　ＧＬＧ－１００，　Ｊｅｌｉｇｈｔ　１４４
ＡＸ－２２０、無オゾン、Ｊｅｌｉｇｈｔ、波長＜２１０ｎｍの光線がない）を用い、２
３０～３５０ｎｍの波長範囲で照射する。引き続き、該基板を１時間、ホットプレート上
、３５０℃の温度で加熱する。変換後、グローブボックス内で電界効果移動度についての
値μFET＝４．５ｃｍ2／Ｖｓが測定された。
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